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В течение последних лет активно ведутся работы, направленные на создание кремниевых интегральных схем, передача информации между которыми может быть реализована по оптическим каналам. В качестве основных кандидатов для детектирования сигнала в кремниевых оптоэлектронных схемах рассматриваются фотоприемники на основе Ge/Si(001) структур [1], максимум фоточувствительности которых спектрально совпадает с сигналом ЭЛ Ge(Si) самоформирующихся островков. Одним из путей увеличения эффективности излучательной рекомбинации носителей заряда в Ge(Si) островках является их встраивание между тонкими слоями напряженного (растянутого) Si (sSi слоями), обеспечивающее хорошую пространственную локализацию носителей заряда обоих знаков вблизи островка [2]. Ранее было показано, что формирование на релаксированных SiGe буферах структур с Ge(Si) островками, заключенными между sSi слоями (Ge(Si)/sSi островков), приводит к значительному увеличению интенсивности сигнала ФЛ и обужению линии ФЛ от островков по сравнению со структурами, сформированными на подложках Si(001) [2]. В данной работе впервые на SiGe/Si(001) буферах методом МПЭ были получены диодные структуры с Ge(Si)/sSi островками. При малых токах накачки при 77К в спектрах ЭЛ данных структур наблюдается сигнал в области длин волн 1.6÷2.1 мкм, соответствующий рекомбинации дырок, локализованных в Ge(Si) островках, и электронов, локализованных в sSi слоях. При увеличении токов возбуждения в спектрах ЭЛ исследованных структур появляется сигнал ЭЛ, связанный с дислокациями в SiGe буфере, в то время как сигнал ЭЛ от Ge(Si) островков насыщается. При увеличении температуры выше 77 K наблюдается существенное температурное гашение сигнала ЭЛ исследованных структур, вызванное безызлучательной рекомбинацией носителей заряда, в том числе на дефектах, содержащихся в релаксированном SiGe буфере.

Для исключения влияния дефектов релаксированного SiGe буфера на излучательные свойства формируемых структур была рассмотрена возможность формирования светоизлучающих структур на новом классе искусственных подложек – SOI подложек со слоем напряженного (растянутого) кремния (sSOI). Структуры с Ge(Si)/sSi островками впервые были выращены на подложках sSOI. При температуре 77 K был обнаружен сигнал ФЛ в области длин волн 1.6÷2 мкм, сравнимый либо превосходящий по интенсивности сигнал ФЛ Ge(Si)/sSi островков, сформированных на релаксированных SiGe буферах. В отличие от структур, выращенных на SiGe буферах, в структурах, сформированных на sSOI подложках, в спектрах ФЛ отсутствует сигнал в области 1.5 мкм, связанный с дислокациями. 
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